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FISA TEHNICA

"R192 Tehnologie de laborator pentru obtinerea unor straturi subtiri in
structura multistrat pentru colectori solari termici "

Domeniul de utilizare: straturi subtiri cu proprietati optice, cercetare

Tip: Tehnologie

Brevete: : A/00570 din 28.11.2025

Status: Nou

Data: 2025/12/10

Proiectant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate

Executant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate
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Date tehnice: Tehnologia de laborator pentru obtinerea unor straturi subtiri in structura
multistrat pentru colectori solari termici , este rezultata prin succesiunea unor pasi
tehnologici, necesari pentru obtinerea multistraturilor prin metoda evaporarii cu arc
catodic, putand fi rezumata dupa cum urmeaza: *pregatirea esantioanelor pentru depuneri:
substraturi de otel inoxidabil 316L (¢ = 25 mm, grosime 2 mm) si Si (10 x 10 mm, grosime
0,5 mm); ecuratare esantioane cu alcool izopropilic;*montare esantioane pe suportul de
probe (cu posibilitate de orientare/control al unghiului de incidenta fata de tangenta la
suprafata catodului de Ti); *montare catod de Ti (puritate 99,9%); evidare incinta de
depunere pana la presiunea minima pmin ~ 103 Pa;* curatare esantioane prin
bombardament ionic: QAr = 10 cm3/min., t = 3 min., Ubias = —900 V, pincinta=10-3 Pa,
temperatura camerei;*depunere strat de Ti (ITi=90 A, Ubias substrat= -15 V, QAr= 10
cm3/min., t=30 secunde, temperatura camerei); * depunere strat de TiN (ITi=90 A, Ubias
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substrat= -150 V, QN2= 110 cm3/min., t=5 min., temperatura camerei); ¢ depunere
straturi oxinitrura (TiON) in regim ,evantai”: fiecare sub-strat TiON s-a depus la unghi oblic
de +80° respectiv —80° fata de directia de emisie a catodului, prin alternarea orientarii
suportului de probe intre doua pozitii simetrice. Pentru fiecare strat s-au folosit urmatorii
parametri de proces: ITi = 90 A, Ubias = 0 V, QN2 = 85 cm3/min, QO2 = 25 cm?3/min, t =
1.5 min/strat, temperatura camerei. Secventa a fost repetata pana la obtinerea a 6 straturi
de TiON, cu alternanta de tip +80° / —80°pentru realizarea unei structuri controlate cu rol
antireflex; eincheiere proces, repunere la presiune atmosferica a incintei de depunere,
colectare esantioane.




